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[はじめに] 次世代ULSI応用においてNiシリサイドの耐熱性向上が課題である。我々はAs高濃

度注入のn+-Si基板上に形成されたNiシリサイドの場合は不純物濃度の低い基板又はB高濃度注

入のp+-Si基板上に形成されたNiシリサイドの場合に比べが比較的低い形成温度の時からその

シート抵抗が急激に上昇してしまうことを見出した[1]。今回はその基板による違いの原因につ

いて調べたので報告する。 

図１. (a)n+ 基板上、 (b)p+ 基板上のNiシリサイド
の850度熱処理後の表面のSEM像。
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[実験方法] As注入n+-Si基板及びB注入p+-Si基板をSPM, DHF処理してからNiをスパッタ法によ

り 12nm常温堆積し、Ni/Si構造を作製した。その後フォーミングガス(N2:H2=97:3)雰囲気中で

60 秒間RTA処理を行った後、四探針法、XRDまたSEMにより評価を行った。 
[結果] n+-Si及びp+-Si上の試料に対し 850 度の熱処理を行った後の試料表面の状態を図 1 に示す。図からn+-Si上の膜は完全に島状に凝縮

（Agglomeration）しているのに対しp+-Si上の膜にはそのようなAgglomerationが起こっていないことがわかる。基板の不純物に依存するNiシリサイ

ド膜の熱安定性の原因について相転移、Agglomerationなどの観点から調べた結果を当日発表する。    
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